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OBS:

PRE-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: Mecanica Quantica |

Apresentar nogdes basicas da estrutura atdbmica dos materiais; aplicar a Fisica do Estado
Sélido em materiais semicondutores; entender o funcionamento de alguns dispositivos

eletrénicos, dentro do formalismo da Mecanica Quantica

1 — Aplicagéo da Teoria Quantica a um Cristal; 2 — Bandas de Energia; 3 — Estatistica de
Portadores; 4 — Propriedades Basicas dos Materiais Semicondutores; 5 — Contato Metal-
semicondutor; 6 — Jungdes PN; 7 — Transistores Bipolares; 8 — Sistemas Metal — Oxido —
Silicio (MOS).
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1. APLICAGAO DA TEORIA QUANTICA A UM CRISTAL
1.1.Caso geral, Fung¢des de Bloch

1.2.Cristal unidimensional

1.3.Modelo de Kronig-Penney

2. BANDAS DE ENERGIA

2.1. Metais

2.2. Isolantes

3. ESTATISTICA DE PORTADORES
3.1. Distribuicdo de Fermi-Dirac
3.2. Aplicagbes em semicondutores

4. PROPRIEDADES BASICAS DOS MATERIAIS SEMICONDUTORES
4.1. Estrutura de Bandas de energia

4.2. Concentracao de portadores

4.3. Difusado de portadores

4.4. Impurezas

4.5. Efeito Hall

5. CONTATO METAL-SEMICONDUTOR
5.1. Estrutura eletrénica de equilibrio

5.2. Diagramas de bandas de energia
5.3. Distribui¢do de portadores

5.4. Barreira Schottky

5.5. Barreira Mott

5.6. Efeitos de superficie

5.7. Diodo Schottky

6. JUNCOES PN

6.1. Estrutura Eletrénica de equilibrio
6.2. Potencial degrau

6.3. Potencial Linear

6.4. Polarizagao

6.5. Capacitancia

6.6. Correntes em jungdo PN

6.7. Efeito Zener

6.8. Efeito de Avalanche

6.9. Transistores de jungéao

7. TRANSISTORES BIPOLARES
7.1. Propriedades basicas
7.2. Modelo de Ebers-Moll

139




8. SISTEMAS METAL — OXIDO — SILICIO (MOS)
8.1. Estrutura eletronica de equilibrio

8.2. Estruturas de Bandas de Energias

8.3. Capacitancia

8.4. Efeitos de Superficie
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